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【緒言】1,4,5,8-Naphthalenediimide (NDI, Figure 1) は電子受容性の高い 

骨格であり、優れた n 型半導体材料であることも知られている[1]。実

際に NDI および、その共役系を拡張した NDI 誘導体は、これまでに

n 型有機半導体材料として数多くの研究対象となってきた[2]。最近、

我々は拡張 NDI 誘導体として NDI にチオフェンを縮環させた

Naphtho[2,3-b:6,7-b’]dithiophene-4,5,9,10-diimide (NDTI, Figure 1)を開

発した。従来の拡張 NDI 誘導体と異なり、NDTI 骨格は、①高い

平面性を持つ、②反応性の高いチオフェン位を用いた容易な分子修飾が可能である、などの特

徴を持つことから、新規な n型有機半導体材料開発において有用であると考えられる。発表では

NDTI 及びその誘導体の合成法および基礎物性、FET 特性を報告する。 

 

【 結 果 と 考 察 】 合 成 し た 

N D T I - C 8 を用いて真空蒸着   

法によりボトムゲート・ト  

ップコンタクト型 FET素子を作製   

したところ、典型的な n 型 FET 挙 

動を示し、電荷移動度は最大 0.05  

cm2V-1s-1であった（Figure 2）。 

一方、NDTI のチオフェン位の反応性を利用して、

新規化合物への誘導も可能であった。NDTI 誘導体(1)

とビチオフェン誘導体(2)とのカップリング反応によ

り、NDTI 含むドナー-アクセプター型高分子材料

（PNDTI-2T-DT, Scheme 1, Mn = 27,100, Mw = 90,400, 

PDI = 3.3）を合成した。得られた PNDTI-BT-DT は溶解性が高く、クロロホルムに可溶であった

ので、スピンコート法にて薄膜を作成することが可能であった。作成したボトムゲート・トップ

コンタクト型 FET 素子は両極性を示し、比較的高い電荷移動度（e = ~ 0.27 cm2/Vs, h = ~ 0.10 

cm2/Vs）を持つことが明らかとなった[3]。 

以上の結果から、NDTI は有機半導体分子として高いポテンシャルを持つと考えられる。 
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Figure 1. NDI and NDTI. 

Figure 2. Output and transfer characteristics of NDTI-C8-based OFETs. 

Scheme 1. Synthetic route to PNDTI-2T-DT. 
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